UKD 621.382.3

NORMA BRANZOWA

BN-80
3375-31.01

20 L Tranzystory BF 257, BF 258,
BF 259

Grupa kalalogowa 1923

1, Przedmiot normy, Przedmiotem normy sa krzemowe,

planarne tranzystory n-p-n wysokonapigciowe, mate] mo-

cy, wielkiej czestotliwoéci, typu BF 257, BF 258, BF 259, § A f i -
11
w obudowie metalowej, do zastosowar powszechnego uzytku k0
J
oraz w urzadzeniach wymagajacych zastosowania elemen- Vi
1L
téw o wysokiej i bardzo wysokiej jakosci, r S "
: Py
-~ Tranzystory przeznaczone sa do pracy we wzmacniaczach F -
duzych sygnatéw wielkiej czestotliwoéci oraz w stopniach A L '
wyj$ciowych wzmacniaczy wizyjnych odbiornikéw TV kolo~-
rowej i czarno-biatej, (BN-8013375- 31.01]
Kategoria klimatyczna -~ wg PN-73/E-04550 dla tranzy- .
% Kolektor (C) tranzystora jest potaczony elektrycznie z o-.
storow: budowa,
- standardowych - 40/125/04,
- wysokiej jakosci - 40/125/21, Tablica_ 1
- bardzo wysokiej jakosci - 40/125/56, T
Symbol Wymiary, mm t e
2, Przyktad oznaczenia tranzystordw wymiaru — siopnle
'a) standardowych: minimalny | nominalny | maksymalnyl nominalny
TRANZYSTOR BF 257 BN-60/3375-31. 01 40/125 /o4 A 6,1 - 6,6 -
b) wysokiej jakoéci:
a - 5,087) - -
TRANZYSTOR BF 257 BN-80/3375-31.01 40/125/21 . ‘
c) bardzo wysokiej jakosci: ¢ by s - 0,33 -
TRANZYSTOR BF 257 BN-80/3375-31, 01 40/125/56 @D 8, 64 s 9,39 -
3, Cechowanie tranzystorédw powinne zawieraé nazwe ¢D, 8,01 > 8,50 -
producenta, oznaczenie typu (podtypu) oraz oznakowanie P " ' 3
= a 0 o
dodatkowe dla tranzystordw wysokiej i bardzo wysokiej ja- :
koéci,” Tranzystory wysokiej jakos’;éi powinny by¢ znakowa- I 0,72 0,79 7 0,86 -
ne cyfra 3, a tranzystory bardzo wysokiej jakosci cyfra 4 ke 0,74 = 1,14 =
umieszczona przed oznaczeniem typu,-
{ 12,7 13,5 15,2 -
4, Wymiary i oznaczenie wyprowadzen tranzystora - wg % ax 1)
rysunku i tabl, 1. '
1
Elementy obudowy wg F’N-?Z/T-OISOEL ﬂ - - - 90 )
ark, 53 - obudowa C4,
1) Wymiar teoretyczny,

" ark, 23 - podstawa B4C,

it I ——

Zgloszona przez Nauvkowo-Produkcyine Centrum Pélprzewodnikéw
Ustanowiona przez Generalnego Dyrekiora Zjednoczenia Przemystu Podzespoléw i Materiatéw Elekironicznych
UNITRA-ELEKTRON dnia 25 czerwca 1980 r.
jako norma obowiqzujgca od dnia 1 stycznia 1981 r.
(Dz. Norm. i Mior nr 16/1980 poz. 62)

WYDAWNICTW 4 NORMALIZACYINE 1980. Druk. Wyd. Norm. W-wa, Ark. wyd. 1,20 Nokl. 2800 + 55 Zam. 2617/80 Cena 2t 7,20



BN-80/3375-31, 01

_5,Badania w grupie A, B, C iD - wg ark, 00 p, 5. 1

6

Wymagania szcze

towe do ba

A, B CiD

a) badamia podgrupy A1l ~ sprawdzenie wymiaréw; D, D,',

A,lwgrys.1itabl, 1,

b) badamia podgrupy A2 - sprawdzenie podstawowych pa-

rametrow elektrycznych wg tabl, 2,

c) badania podgrupy A3 - sprawdzenie drugorzednychpa-

rametréw elektrycznych wg tabl, 3,

d) badania podgrupy A4 - sprawdzenie parametréw elek-

trycznych w tamb =

e) badania podgrupy Bl i C1

125°C (poziom 111 i IV) wg tabl. 4,

- sprawdzenie wytrzymatoéci mechanicznej wyprowadzeri:

préba Ub metoda 2; 2,5 N, 3 cykle'; préba Uay, 5N,

- sprawdzenie szczelnoéci: préba Qk, poziom nieszczel-

nosci 1,5 -« 1075 pa. dam/s,

f) badania podgrupy B3 - sprawdzenie wytrzymatoécli na

spadki swobodne: pototenie tranzystora w czasie spadania

wyprowadzeniami do géry,

—

g) badania podgr'upy B4 i C4 - sprawdzenie wytrzymatos$-

' ci na udary wlelokrotne- mocowanie za obudowe,

_ h) badania podgpupy ‘85 C5.~ - sprawdzenie wytrzymatod-

ci na nag%e zm:any temperatur-y. T

(poziom I} !v),

i) badania podgrupy B6 i C6 - s%irav&dzenie odpornoéci na

-55 c ¥ &

B=ISSC

narazenia elektryczne: uktad OB wg PN—?B/T—OJSIS tabl, 7, _
' badaniach grupy B, CiD wg ‘tabl, 5.

tamb = 25 C

I = B8 mA, UCB

100 V,

j) badania podgrupy C2 - sprawdzenie parametréw elek-
trycznych wg tabl, 3,
k) badania podgrupy C3 - sprawdzenie masy wyrobu;l,1g,
1) badania podgrupy C4
- sprawdzenie wytrzymatosci na przyspieszenie state:
kierunek probierczy, obydwa kierunki wzdtuz osi wyprowa-
dzeri, mocowanie za obudowe,

- sprawdzenie wytrzymatoséci na wibracje o state] cze-
stotliwoéci (poziom 1) oraz o zmiennej czestotiiwo$ci (po-
ziom 111 | 1V), mocowanie za obudowe,

- sprawdzenie wytrzymatoéci na udary wielokrotne; mo- .
cowanie za obudowg,

m) badania podgrupy C5 - ACL 4,0, o

n) badania podgrupy C7 - sprawdzerie wytrzymatoéci na
zimno -SSOC,

o) badania podgrupy C8 - sprawdzenie wytrzymatosci na
suche goraco (poziom Il i 1V) 155°C,

p) badania podgrupy C10 - sprawdzenie wymiardw wg
rys.1i tabl, t,

r) badania podgrupy D1 (poziom Ill i IV) - sprawdzenie
odpornosci na niskie cisnienie atmosferyczne: temperatury
narazenia 25°C.

s) badanie podgupy D4 - sprawdzenie wytrzymatoéci na
plef.-‘.ﬁ-'- po bacj&niu brak porostu plesni,

t')'.bad'anie ‘p.o'dgr_*t._npy D5 ~ sprawdzenie wytrzymatoscl na

: 'mg#'g.- sol ng-'pét'ot:en'ie' 't'ranzy-st.bra dowolne,

w} parametr-y elektryczne sprawdzane w czaste I - ‘po

- Tablica 2, Parametry elektryczne sprawdzane w badaniu podgrupy A 2 (poziom I, 111 IV)
' Wartoséci graniczne
. Oznaczenie Metoda Jed- '
Lp. literowe pomiaru Warunki pomiaru nostka BF 257 BF 258 BF 259
parametru wg PN-74/ :
T-01504. min max jmin max |min max
1 2 3 4 s | s 7 8 9 10 | 11
UCB’ 100 V, IE-O - 50 ot " - -
1 - ark. 05 Upg= 200 V, I.=0 nA - - - 50 = -
U= 250 v, I_=0 I D U
I~=100p A
2 k, “ - 2 - 300 -
: 1 1C= 10 mA
3 L(BR) CEG ark, 07 1= \ 160 - 250 - 300 -
1,100 pA ;
4 k. 04 . of = o 5 “
Ulsr) eBo o 120 i . .
B 1) 1 = 30 mA
5 ark, 08 - 25 - 25 - 25 -
21E
UCE 10 Vv
1) Pomiar imputsowy: t,<300 s, §<2%.




BN-80/3375-31. 01 3
Tablica 3, Parametry elektryczne sprawdzane w badaniu podgrupy A3 i G2 (poziom I, Il i1V)
- Wartosci graniczne
G -_e Metoda Jed-~
i pomiaru Warunki pomiaru nostka BF 257 BF 258 BF 259
Lp. |iterowe “
PRSI PN-74/T~01504 min | max | min max | min |max
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
1C= 30 mA
1 U, , ark, 02 AV - 1 - 1 - 1
CE sat IB = 6 mA
IC= 30 mA
2 fr ark, 24 Ucg= 10V MHz 40 - | 40 - 30 -
f= 20 MHz
Tablica 4, Parametry elektryczne sprawdzane w badaniu podgrupy A4 (poziom 1 i 1V)
Wartosci graniczne
Oznaczenie Metach o8
5 pomiaru Warunki pomiaru nostka BF 257 BF 258 BF 259
Lp. literowe
arametru w3 PN_74/
p T-01504 min max min | max min max
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
P =
LCB 100 Vv
IE— 0 " - 20 - - - =
f’UTN.b =125 C
;’JCB; 200 VvV
k. = ” - - - -
1 ICBO ark, 05 E = KA 20
tamp= 125 C
UCB =250 V.
IE =0 % = - = - 20
o
tamp =125 C
Tablica 5, Parametry elektryczne sprawdzane w czasie i po badaniach grupy B, C, i D(pozim 1, Il i IV)
Wartosci ‘graniczne
Metoda Jed-
O i
APAEEICS pomiaru Warunki pomiaru POng?p& nostka BF 257 BF 258 BF 259
literowe badan
parametru wg PN-74/
T-01504 min max | min max | min max
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
UCB= IOOV,IE=-O B1, B3, B4, BS, _ 50 _ _ _ _
C1, €4, C8,
Upp = 200 V,I.=0 |C7, C9, D11) - - . 50 - -
] = = .
o [‘CB 250 V,IE 0 ) N - - - - - 50
CBO e £5 U..= 100V, [ =0 "
CB™ v Ip= B6, C6, C8 - 250 - - - -
Upg= 200V, I=0 - - - |250 - -
Ueg= 250V, I.=0 - - o - - 250
= = 3
UCB 100 V, I 0 |c23) - 20 - - - _
KA
UCB 200 Vv, IE- 0 - - - 20 - -
UCB= 250V,1E=0 - - - - = 20
81, B3, B4, B5,
U..=10V Ci, C2, C4, C5, 25 - 25 - 25 =
CE — c7, Co D11)
2152) ark, 08 & .
Ie = 30 mA B6, C6, CB 20 - | 20 -1 2 -
cz24) 10 » 10 = 10 -
7 W czasie badania,
2) pomiar impulsowy: t. < 300 us; 8 < 2%.

3) W czasie badania odpornoéci na suche goraco.
4) W czasie badania odpornosci na zimno,

7, Pozostate pogtapowienia - wg BN-80/3375-31, 00,

informacje dodatkowe

KONIEC




4 Informacje dodatkowe do BN-80/3375-31,01

INFORMAC JE DODATKOWE

L._Instytucja opracowujaca norme - Naukowo-Produkcyj- U(BR)C,EO' UiBR)CER’ U(BR)CES U(BR)CExmemdg impulsowa

ne Centrum Péiprzewodnikéw., PN~74/T-01504. 08 Tranzystory, Pomiar [h?AE] metoda
_ impulsowa, l
2, Normy zwigzane PN-74/T-01504., 24 Tranzystory, Pomiar modutu h21e w
PN-~73/E-04550 Wyroby elektrotechniczne, Préby £rodo- - zakresie w, cz, i czgstotliwosci fT
wiskowe . PN-78/T-01515 Elementy péiprzewodnikowe, Ogdine wy-

magania i badania

PN-72/T-01503, 23 Elementy pétprzewodnikowe,  Zarysy gy _gg/3375-31,00 Elementy péiprzewodnikowe. Tranzysto-

i wymiary, Podstawa B4 ry matej mocy, wielkiej czestotliwoéci. Wymagania | ba-

PN-72/T-01503. 53 Elementy pdéiprzewodnikowe, Zarysy i

i wymiary, Obudowa C4 3, Normy zagraniczne

PN-?#/T_01504. 02 Tranzystory, Pomiar napigé nasycenia RWPGCT C3B 136078 T-paﬂagcvpopﬁ THNOB BF 257,

UCE sat ? UBE sat BF 258, BF 259 - norma zgodna,
PN-74/T-01504, 04 Tranzystory, Pomiar napigé¢ przebicia 4, Symbol wg KTM
Utsr)ceo ' U(BR)EBO BF 257 - 1156223417001,
PN-?#/T—OlSO‘l. 05 Tranzystory, Pomiar prgdiSw wstecz- ‘BF 258 - 1156223418002,
nych ICBOi IEBO BF 259 - 1156223419003,
PN-74/T-01504, 07 Tranzystory. Pomiar napig¢é¢ przebicia 5, Wartosci dopuszczalne - wg tabl, i-1oraz rys, 1-1il-2
Tablica I=1
Wartosci dopuszczalne
Oznaczenie ;
Lp. DapaRBiFG Nazwa parametru Jed-
nostka BF 257 BF 258 BF 259
1 -2 3 4 5 6 7
1 UCB 0 Napiecie kolektor~baza v 160 250 300
2 UCEO Napigcie kolektor-emiter \V 160 250 300
3 + Napigcie kol ektor-emiter przy Rp.&1 kQ \% 160 250 300
4 | Uggo Napigcia emiter-baza VA 5
5 I Prad kolektora A 0,1
o
tease £ 50 C 5
Catkowita moc wejéciowa (stata lub érednia) w
6 Ptdr na wszystkich elektrodach przy t <2 °C
amb & 25 0,8
7 tj Temperatura ztacza c’C 175
8 tsw Temperatura przechowywania : oC =55 R +175
9 tamb Temperatura otoczenia w czasie pracy QC -~40 + +125
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Rys. I-2. Zaleznoé¢ temperaturowa mocy strat P, =f(t)

1 10 100 160 25030{ 1000 Ucg V]
[an-gniasvs-m 01-1-1] BF 257 BF 259
BF 258 Ic [BF257
[mA] | BF258
Rys. I-1.Obszar bezpieczne| pracy tranzystordw BF 257, BF259
BF 258, BF 259 '
6, Dane charakterystyczne - wg rys, i—3 = [-9 i tabl, 1-2,
_— tamp =25°C
100 D
Ucg = 100V -BF 257 F - ?I
Icao Ucs = 200v-BF 258 o AR
- ¥ o
[ Al Ugs = 250V-BF 259 // g
- 80 y, Ve 08 —
/£ VAP <P
1 ¢ F
60 / //’/ﬁ 06
7 . /
0,1 n // 04
7 -
0.01 | 20 Ig=02maA
pont L
0 25 50 100 150 200 by 1€ > 2 b8 Ul 10
BN 8073375 301 3] [BN-80/3375-231.01-1-4 |
Rys. 1-3. Zaleznos¢ temperaturowa pradu zerowego kolek- Rys. I-4. Charakterystyka wyjsciowa [.=f(Uqp);lg™

tora IC‘BO= v ) - parametr




6 Informacje dodatkowe do BN-80/3375-3I.01_
BF 257
" BF 258
285 | BF 259
[pFl
I, |BF257
BF 258
L
toms = 25°C !
0.5
60 IE = fmA
f =1MHz
B0 Vs 10 tams = 25°C
04—
40 - .
03 ) , !
30
\P
0.2
20
- J Is = 0,imA
i
0 10 20 30 Uge [V] 50 1 2 3 4 6 8 10 20 30 40 UeglV]

[BN-80/3375 - 31.01-1-5]

Rys, |-5, Charakterystyka wyj$ciowa !C=)‘(UC£);IB-

-parametr

(BN-80/3375 -31.01-1-6 |

Rys. 1-6, Zaleznoé¢ pojemnoéci sprzeZenia zwrotnego C

. 12es
od napiecia L'CB; Clzes=)‘(UCB)

fr | 8r 257 ) |
[MHz)| BF 258 f = 20MHz
o BF 259 i tamn = 25°C
70
60 ’ % \
40 A
30 -
PZ 5 NUpe = 10V
20 Uge = 1V N N
SN Uce = 5V
10
N Uge = 3V
{ 2 3 4L 5678310 20 30 4050 70 100 g [mA]

ﬁn-au!3375-§1_.01-1-7j

Rys, 1-7, Zaleznos¢ czestotliwosci granicznej od pradu kolektora fT = j('lc)




informacje dodatkowe do BN-80/3375-31, 01

10
C =
CB0 g\ Uee = 30V BF 257
[PF] \ f- {MHz AF 258
8 tamb = 25°C BF 259
N
4
3 - ey
2
|
01 2 34 6 810 20 30 40 60 80100 Ugg [V]
[BN-8073375731.01-1-8)
Rys, 1-8, Za'l-;éinbé& pojemnosci. CCBO od'n;—ipigciﬁ Uppi Ccéo=f(UCB)
Uce BF 257 ‘ \\
LV]|BF 258 \ t = 20 MH2
BF 259 \ s
8 ;_ tomp = 25°C
7
s i
5 | [
7
; fr e S0MHZ
g 4
3 = e
fr= 60 Miz
2 |
fr= 70 MHz J
' fr=75 Mz
5 _
1 2 345 0 20 3 50 100 Ic [mA]

[BN-80/3375-31.01-1-0]

. - - - - an . - = i I
Rys. 1-9. Krzywa statej wartosci czgstotliwoéci granicznej f, w funkcji zasilania IC f(LCE)
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Tablicza [-2
Typ
B0 s B Warunki pomiaru | Jed- BF 257 BF 258 BF 259
Parametru parametru nostka
' min typ max | min typ max | min typ | max
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
U~ =100 V |
CB
P - - 50 - - - . - &
E O
; n
L‘CB" 200 V| o x o
" n - - - - - - £ -
IE =0 _E
- o -
UCB 250 v | ! .
Prad zerowy |Ip=0 - - - - - - N - o
Y 14 kolektora
CBO ’CB = 100 V -
IE= 0 O(.J
Q
Ugp= 200V | & o 20
=0 'L
Uop= 250V | §
I. =0 : - - - a N - - - - -
E - —
Napiecie prze- IC = 100 A
2 |U bicia - Vv 160 - - 250 - - 300 - -
f R =
(BR)CBO kolektor-baza IB
Napigcie prze- Ic_n 10 mA
3 LT(BR)CEO1) bicia kolektor-] i » Vv 160 - - 250 - - 300 -, -
-emiter E”
Napigcie prze- IE= 100 u A
I bici - = - - - -
4 VU(gr)eso | P'cl2 I.=0 i o o -
emiter-baza C
Statyczny
wspétczynnik | 1 o 35 mA '
wzmocnienia ¢ ,
5 h21E1) pradowego w r o 1OV - 25 70 - 25 40 - 25 40 -
uktadzie wspéi Ucp ™
nego emitera R
Napigcie na- I(, = 30 mA
6 UCEsat sycenia kolek- 1 % Sk \V - 0,2 1 - 0,4 1 - 0,5 1
tor emiter B
Czestotliwosé | I = 30 mA
7 |fr graniczna Upg = 10V MHz “40 90 - | 40 80 - { 30 80 -
fl: 20 MHz
1 -
Pojemnosé l’CB L
B £ - kolektor-baza | Ip =0 pF - 4 - - 4 - - 4 -
f=1MHz
Pojemnos¢ N
sprzgzenia’ /. =30V
zwrotnego CB
(przy wejsciu
9 C1Zes zwartym dla Ii-?a 1 ks pF - 3,3 - - 3,3 - - 3,3 -
przebiegdw
zmiennych) w | f= 1 MHz
uktadzie wspdl-
nego emitera

1) FPomiar impulsowy: t

n

< 300 ps, d < 2%.




